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(57) Abstract: The invention relates to a 
method tor doping electroconductive organic 
compounds, to a method tor producing organic 
field effect transistors and to an organic field 
effect transistor with a simplified structure. The 
inventive method is characterized in that a doping 
substance that can be activated by irradiating it 
with an activation radiation is introduced into 
an electroconductive organic compound and 
the electroconductive compound is irradiated 
with the activation radiation. The activation 
radiation triggers a chemical reaction which 
irreversibly fixates the doping substance in the 
electroconductive organic compound. A specific 
arrangement of the individual elements of a 



^^^m ■ • dlimiKWim-iH w. 

■ trustor anows proton of a transistor structure that ^ ^^^^^^^^^<^ 
m transistors known so far. According to the '^mu^KM™^^ a ^ ^ ment is 

field of the gate electrode (2) the electroconductivity of the orgamc sem.conductor (6) rema.ns low. 

3 (57) Z^tnenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren „ 
Uahrenzt.HersteHungorganischerFe.deffe^™ 

GetnaS dem beanspruchten Vertahren w,rd ««J>^ b ^?^^ d ^ torise S le itf3hige organische Verbindung mit der 
barist, in eine elektrisch leitfahige organische Verbmdung «^^^^*SSS alB J B , t , durch welche die Do- 
Aktivierungsstrahlung belichtet. Durch die Akttvterungsstrah g ^^S^",, J e geschick te Anordnong der 
fiersubstanz irreversibe. in der elektrisch .entahtgen fg^^^S^X wesentlich ko*s tengUnstiger herzuste.len 
einzelnen Elemente eines Transistors, lasst sich e.ne Tran ^ st ° rs ™^, n ^^' . t ' , , , ein Sourcekontakt (4), ein Drainkontakt 
ist als bisher bekannte organische FeldetTekttranststoren. Dabe. a . « ^^ZgZk^L (3) iso.iert. wobei 

entstcht, 
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in dem der organische Halbleiter(6') direkt auf dem Substrat (1) aufgetragen ist. Durch Riickseitenbelichtung konnen dotierte Bere- 
iche (8, 9) erzeugt werden, in denen der organische Halbleiter (6) eine erhohte elektrische Leitfahigkeit aufweist, wahrend in der 
vom Feld der Gateelektrode (2) beeinflussten Kanalregion (7) eine niedrige elektrische Leitfahigkeit des organischen Halbieiters (6) 
bleibt. 



